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Si ， ・ の電 に な，Siを する 材料の

で る。これまでの， との を の ク で ， の ク や 成 ，

ス技術の研究・ 発が 的に な れ， の成 の 部 ，Si の スがすでに の 部

に され， の新 に との がなされるな ，すでに に られるとこ

で る。し し， スのより の 性能 ・ に ，Si のさらなる 質 ， ス

が求められている。 
のよ なSi の 質 ・ ス を の ，  の ス を とする

の ク や 成 技術に るとされている。 法を スとする 法や 法な の 性

の い スで ， ス になら るを ない。 し， ス の が実 すれ ，

部材 らの 質が 制され， のさらなる が期待される。また， れ ， スの

でな ， ス に 用で る部材の の を ， 部材の ， とし

て ス の ス に する。 
Si の 成 法 ， 法や 法と してより に い スで ること ら， のよ な

スの と の 質 を実 する な 法の として期待されている。し し， のSi
の 合と なり， の で るSi の 成 で ，Si に を させた フラックス を

用いるのが 的で， の い による成 が いこと，さらに，Si に の が

し， の制御が でないことな が，Si の 成 の技術 発を な のにしている。 的に ，Si
の 成 の技術 発を， の さが に 成 学 で る こと， まり 学的な

の 性を させて れる と ている。 的に ，Si の 成 で ， 的発 が

で ると ている。成 と 制御 ， の 学 スで と 性に し，

フラックス成 の 子 的な が， ますます と るの で ないと 。 
さて， で ， Si の 成 と の 技術 と し， の 研究 に 新の研究 発に

いて いた いていた。 的に ， 成 に るSi の の や な の基

的な ら， の に基 なる 子 の がSi 成 に す や，

の の ク ス ッ 制御に す と 質な ク成 技術としての新しい 法

法 ッ 成 法，さらに ， 成 に いて ， 成 の を 的に り れたSi の

a or i i so i S 成 まで，研究 れ れの ら， 成 ならで のSi ・ 成 研究の

を い れる とな ている。また， 技術として， を用いた新しい 成 界面の

の 技術や 学 を り れた ス の な ，新しい研究展 せな

い。 ，たい しいに らず， に いた いた 生 に 改めて を し たい。

で ，Si に ， 材料として， a O や aN 目され めているが， が，Si の

成 のみならず， ， した 成 に る研究 にと て な や を る の

で ることを てやまない。 
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